
شبیه سازی اثر میزان آلایش نواحی سورس ،
درین و کانال ترانزیستور اثر میدانی فلز

اکسید نیمه هادی بر هدایت انتقالی در شبیه
ساز Silvaco با هدف تحلیل کارایی
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چکیده در مطالعه یک MOSFET به دنبال کاربرد آنالوگ وکاربرد دیجیتال هستیم .در کاربرد آنالوگ
ویژگی gm و ویژگی فرکانس قطع بسیار مهم است . ویژگی gm به دلیل اینکه خود تعیین کننده

فرکانس قطع است بسیار مهم تر است . علاوه بر فرکانس قطع ، gm تعیین کننده بهره ترانزیستور
نیز است . در نتیجه هر چقدر gm بیشتر باشد ، بهره ترانزیستور بیشتر است . در نتیجه ما به دنبال

راهکاری هستیم که بتوانیم بهره یا هدایت انتقالی ترانزیستور را بالاتر ببریم . ما در این پژوهش نوعی
از ترانزیستور اثر میدانی فلز اکسید نیمه هادی را با استفاده از نرم افزار TCAD Silvaco شبیه سازی
می کنیم. با تغییر در میزان آلایش نواحی سورس ، درین و کانال ، اثر آن بر منحنی جریان درین ، ولتاژ

گیت ترانزیستور را بدست آورده و بر این اساس هدایت انتقالی (gm ) را محاسبه می کنیم. تحلیل
چگونگی تغییرات و راه کار های افزایش کارایی افزاره از دیدگاه gm بررسی می شود و با تغییرات در
اثر میزان آلایش نواحی سورس ، درین و کانال ترانزیستور ، با مهندسی اکسید ، نتایج مشخصه هدایت

انتقالی را تحلیل می کنیم .
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